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(背景と課題）絶縁膜上の Si 薄膜のレーザ結晶化は、下層の温度を低く保ったまま、上層のみの加熱

で、高品質 Si-薄膜が製造できるので、monolithic 三次元 ICs や、system FPDs、wearable devices

への応用が期待されている。下層基板への熱的ダメージを与えない、TFT 材料としては、有機半導体、

アモルファス Si、固相成長 Si、ELA 結晶化 Si、酸化物半導体などがあるが、レーザ結晶化 Si は他の

材料に比べて圧倒的に大きな 200cm2/Vs 以上の移動度が得られるだけでなく、CMOS による低消費待機

電力化が実現できる。特に、1 回スキャン CW レーザラテラル結晶化(CLC)では、結晶粒界(GB)の無い

(GB-Free)膜が得られ[1-5]、PI 基板上でもヒートシンクを備えた buffer 層を a-Si と PI 膜の間に設

けることでCLCの(100)結晶化に成功した[6]。移動度の値～700cm2/Vsを示し、スキャン方向によらな

い等方的な電気特性を持つ TFT が確認された[7]。しかし、CLC では、直線的形状を持つ

agglomeration の発生が見られる事がある。最適結晶化条件近傍でこの agglomeration の power 依存

性を検討した。 

（実験）石英基板上に、厚さ 60 nm の a-Si 膜、123 nm の cap 層を堆積したサンプルに対して、スキ

ャン速度 15 mm/s でレーザパワーを変えて結晶化し、得られた結晶を評価した。 

（結果）Fig.1.は強いレーザパワーを照射した場合で、agglomeration がスキャン全体に発生してい

る。ところが、パワーを弱くすると、Fig.2 のような直線的な agglomeration の発生が見られた。ス

キャン開始点付近の速度の小さいところでは直線状 agglomeration 密度が高くなっている。直線形状

の Agglomeration は、固液界面で、溶融 Si の孤立した穴(void)が発生し、この穴が、スキャン方向

に垂直に、固液界面に沿って一定速度で移動することで、直線的な agglomeration を造りだしている

と考えられる。Fig.3 に示すように(100)-Oriented Grain-Boundary Free の最適結晶化条件の場合で

は、agglomeration の発生が抑制されている。最初の穴がスキャン領域の端でなく、真ん中付近で発

生すると、線状 agglomeration は、一本の直線ではなくて、Fig.2 に見られるように二本に分かれた

シェブロンパターンとなる。 

 
（結論）。固液界面に沿った、スキャン方向に垂直な一定速度での穴(void)の移動度により直線的な

agglomeration が発生することを見出した。 
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